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Процесс отрицательной ионизации водорода на поверхностях с низкой работой выхода играет важную роль для создания высокоэффективных источников отрицательных ионных пучков, используемых в ускорителях, масс-спектрометрии, термоядерных установках и других высокотехнологичных областях /1/. Повышение эффективности ионных источников требует углубленного понимания механизмов резонансного электронного обмена. В рамках данного исследования рассматривалась задача электронного обмена между атомной частицей H- и цезированной поверхностью W(110). Процесс описывался с помощью теории Андерсона-Ньюна, которая позволяет учитывать динамику гибридизации электронных состояний адсорбата и поверхности /2/3/. В результате была выявлена зависимость отрицательной ионизации от параллельной скорости атомной частицы и от работы выхода. В частности, вероятность отрицательной ионизации водорода возрастает при наличии параллельной компоненты скорости частицы. Кроме того, конфигурация источника с косым углом вылета частиц повышает эффективность генерации ионов за счет активации параллельной скорости.
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